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Диоксид ванадия (VO2) – материал, испытывающий обратимый фазовый переход полу-

проводник-металл первого порядка вблизи комнатной температуры, сопровождаемый 
структурным фазовым переходом. Фазовый переход вызывает резкие изменения электри-
ческих и оптических свойств, что перспективно для практических применений. Нанострук-
туры на основе VO2 за счет малых размеров обладают значительной стойкостью к механи-
ческим деформациям, возникающим во время структурного перехода, а также демонст-
рируют яркие характеристики фазового перехода. Получение наноструктур VO2 является 
крайне востребованной задачей. В данной работе сообщается об использовании метода 
сканирующей зондовой литографии для наноструктурирования поликристаллических пле-
нок VO2. Настоящее исследование сосредоточено на модификации пленок VO2 при прило-
жении положительного смещения на образец. Проанализировано влияние величины и дли-
тельности приложенного напряжения, относительной влажности воздуха на качество 
формируемого нанолитографического рисунка. Определен механизм окисления. Установ-
лено, что в результате локального анодного окисления формирующиеся оксидные структу-
ры, состоящие из пентаоксида ванадия (V2O5), полностью растворяются в воде. Таким  
образом, сплошная поликристаллическая пленка VO2 разделяется на отдельные нанострук-
туры со строго заданными размерами. Представленный способ формирования нанострук-
тур из кристаллических пленок VO2 перспективен для нанофотоники и наноэлектроники. 
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Введение 

Диоксид ванадия 2(VO )  является оксидом переходного металла, в котором 
при температуре 68 °C наблюдается обратимый фазовый переход первого рода 
полупроводник-металл [1]. Помимо температурного воздействия, фазовый пере-
ход в 2VO  можно инициировать приложением значительного электрического 
поля, оптическим возбуждением, внесением достаточно больших механических 
напряжений и пр. [2–5]. При этом происходит обратимый структурный переход 
кристаллической решетки от моноклинной к тетрагональной. Данный переход 
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